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100Aȁ30V N沟道增强型场效应管 

描述 

SVT035R5ND(MJ)(T)  N ⱳ MOS ᵣ

ῌ LVMOS └ Ȃᾢ ᾝ ᶏ ֟ ΐ

ᵞ ȁᴨ ῏ ₯ Ȃ 

֟ ԍҌ Ȃ 

特点 

 100Ă30V̆RDS(on)̂ῖ ṿ̃=4.0m@VGS=10V 

 ᵞ  

 ᵞ ᴰ  
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 ԅ dv/dt ⱬ 
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产品命名规则 

ῌᵞ trench MOS֟

ṿ, 2ᵝ ̕

ᶛ ף04:  40V,10 ף  100V

̔Nף N ̆Pף P

, ᶛ : T:TO-220; 

D:TO-252; MJ:TO-251J; 

S V T X X X R X N X

Ὲ ף

ᵝ̔R75ף 0.7 ̕7R5ף 7.5

ף100̕ 10 ף101̕ 100 Ȃ  

产品规格分类 

产 品 名 称 封装形式 打印名称 环保等级 包 装 

SVT035R5NDTR TO-252-2L 035R5ND   

SVT035R5NMJ TO-251J-3L 035R5NMJ   

SVT035R5NT TO-220-3L 035R5NT   
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极限参数(除非特殊说明，TC=25C) 

参数名称 符号 
参数范围 

单位 
SVT035R5ND/MJ SVT035R5NT 

 VDS 30 V 

 VGS ±20 V 

 
TC=25°C 

ID 

100 

A 
TC=100°C 63 

‖  IDM 400 A 

ⱳ ̂TC=25C̃ 

 - ԍ 25C ⁞  
PD 

83 104 W 

0.7 0.8 W/C 

‖ ̂  1̃ EAS 200 mJ 

ᵬ  TJ -55͘+150 C 

 Tstg -55͘+150 C 

热阻特性 

参 数 名 称 符号 
参数范围 

单位 
SVT035R5ND/MJ SVT035R5NT 

 RθJC 1.52 1.2 C/W 

 RθJA 62 62.5 C/W 
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典型特性曲线 
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典型测试电路 
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封装外形图 

TO-220-3L 单位: 毫米 
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声明： 

 ῌḠ ӥ ̆ Ҍ ˻ Ҋ ╠ ̆ ῏Ḥ

Ȃ 

 ᴋᵥ ᵣ֟ ᴆҊ ѿ ӯ̆ ᴋ ᶏ Silan ֟

└ ῃ ‰ ῃ ץ̆ ᾧ ֲ ᴴ ֟ ’ ˻ 

 ֟ ̆ Ὲ ҹ ᶫ ᴨ ֟ ˻ 
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